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1 引 言
硫化锌是宽禁带的 卜 VI 族化合物半导体材料
,
兼有闪锌矿 (面心立方晶体即 俘Z n S )和纤
锌矿 (六角晶体即
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量薄膜表面的成分与价态
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X P S 测量用 M g K a 为激发源
,






硫化锌 晶体结构具 有闪锌矿 型 (立 方结构
,
件Z n S 相 )和纤锌矿型 (六角结构









而 沿空 间 对角线
































其 X 射线的衍射谱图 1 ( a )与薄

























图 l 溅射法制备 Z
n S
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表 l 热处理前后 Z
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晶粒大小 由 S c h
e r r c r 公式 L 一 k刀月co so
确定圈
,






当 k ~ 1 时
,
月取值为衍射谱峰的











表 2 薄膜热处理前后 ( 1 1 1) 晶面的晶粒尺寸
T a b
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对溅射法制备的 Z n S
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形成 ( C u C H
Z
O H )或 ( Z n C H
:
( ) H )等物质
,
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其光电子谱如 图 2 ( b )
.







b( )是 C u ( O H )
:

















表面就会形成 C u O 和






的进一 步侵蚀 ; 0


















( a )或 O
、









表层中 Z n o
、
C u( ) 等氧吸附的存在
.
















成各种复合物 ; 改变饵的局 部键合状 态
,


















稀土 掺杂物的化合物 ( E
r :
O
: )等复合
物的存在
,
在表层形成多种发光中心
,
这些对薄膜发光器件激发或衰减过程的能量传递将产生

